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1．はじめに 

窒化ガリウム（Gallium Nitride: GaN）パワー

デバイスへの実現のためには、トランジスタの

ノーマリーオフ化が必要不可欠であるが、

GaN-MOSFET におけるゲート絶縁膜は何れも

堆積膜であり、界面準位密度の低減が要求され

ている。近年、GaOx/GaNにおける界面が急峻

であることが報告されており[1]、本研究では、

O2プラズマ処理およびO3酸化法を用いてGaN

表面に GaOxの形成を試み、GaOx /GaN界面準

位の評価を行った。 

2．実験 

n 型の GaN 基板上に MOVPE 法を用いて n

型 GaNを 5μm成長させた。高周波 C-V測定

からエピ膜中の不純物濃度は 3×1016cm-3であ

った。GaN エピ膜へ O2 プラズマ処理(100W, 

2min, O2 雰囲気下)または O3 曝露処理(110W, 

2min, 大気中)を行った後、ALD 法を用いて

Al2O3膜を 30nm 堆積させた。裏面オーミック

電極には Al(100nm)を用い、ゲート電極には

Ni/Au（20/200nm）を用いて GaN-MISキャパシ

タを作製した。 

3．結果および考察 

図 1 に作製した試料の C-V 特性の周波数依

存性を示す。未処理の試料に関しては 0.2V 程

度のヒステリシスが観測され、VFBシフトは理

想特性と比較して+0.9Vであった。O2処理、O3

処理を行った試料に関しては、VFBは負方向に

シフトした。O2処理、O3処理を行った試料に

関しては、未処理と比較してヒステリシスおよ

び周波数分散が抑制されることが明らかにな

った。また、その際の界面準位密度は O2処理、

O3 処理ともに 1010~1011eV-1cm-2 台を示し、

Al2O3のみに比べて Ditの低減を実現できた。加

えて、フラットバンド電圧を考慮した Al2O3の

絶縁破壊電界を測定した所、未処理：5.2MV/cm、

O3処理：5.4MV/cmであったことから、O3処理

は Al2O3の耐圧を保っていると考えられる。 

図 1：試料の C-V特性 
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